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冲击电流驱动下半导体激光器的快速响应研究

邓　丽，张　涛，许　博，李亭亭
（四川大学制造科学与工程学院，四川 成都６１００６５）

摘　要：基于半导体激光器的单模速率方程，采用典型参数对其进行建模仿真，仿真结果表明：
半导体激光器在初期的光子受激辐射速率随着注入电流的增大而增加，上升时间随着注入电

流的增大而减少。但对于固定功率限制范围的半导体激光器，不能通过直接增大注入电流来

减少上升时间，考虑到半导体激光器的发热问题，提出了一种在正常脉冲发光电流前端加入冲

击电流来减少半导体激光器发射脉冲上升时间的方法，保证了半导体激光器的稳定输出。通

过仿真对该方法进行验证，并对型号为 ＰＬＴＢ４５０Ｂ半导体激光器进行了测试。仿真结果与测
试结果均表明：通过加入冲击电流的方法，可以大大减少固定功率的半导体激光器发射脉冲的

上升时间。
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１　引　言
半导体激光器作为一种精密的光电器件，对

电流变化的承受能力较差，过大的电流变化会影

响半导体激光器的性能，情况严重时直接损坏半

导体激光器，所以半导体激光器工作时需要稳定

的驱动电流。另一方面，半导体激光器长时间工

作时的发热也会降低其性能［１］。利用激光脉冲进

行测距时，当脉冲宽度一定时，脉冲的上升沿越

宽，使有效脉冲所占比例越小，则引入的时间误差

就会越大，测距误差也会随着增大。为保证半导



体激光器输出稳定可靠，需要尽可能减小半导体

激光器发射脉冲的上升时间。因此需要寻找合适

的电流驱动半导体激光器产生脉冲光信号，减少

激光脉冲信号的上升时间，加快半导体激光器的

响应时间。王守武［２］根据脉冲作用期间载流子的

速率方程推导了双异质结激光器电光延迟时间与

注入脉冲电流幅度和上升前沿的关系表达式，并

得到双异质结激光器的电光延迟时间随注入脉冲

电流的幅度增加而缩短的结论。然而他并没有分

析半导体激光器输出激光脉冲信号的上升时间与

输入电流直接的关系，也没有提到如何通过控制

半导体激光器驱动电流来减少上升时间，提高半

导体激光器的响应时间。段慧［３］建立了基于速率

方程的激光器的 ＳＩＭＵＬＩＮＫ模型，数值模拟分析了
分布反馈激光器载流子、光子的输出响应和小信

号调制特性等。本文以半导体激光器的单模速率

方程为建模基础，提出了一种通过在脉冲发光电

流的前段加入合适宽度与高度的冲击电流来减少

半导体激光器输出激光脉冲的上升时间，利用

ＳＩＭＵＬＩＮＫ对该方法进行仿真验证成功后，并将该
方法用于 ＰＬＴＢ４５０Ｂ半导体激光器中，所得到的实
验结果与仿真结果一致。

２　半导体激光器单模速率方程的分析及仿真
２１　半导体激光器单模速率方程

半导体激光器内部工作原理：给半导体激光器

加上一个大于阈值电流的脉冲电流，随着脉冲电流

的注入，有源区内的载流子数逐渐上升，但光子数几

乎保持不变。当有源区内的载流子数达到激光器受

激辐射的阈值载流子数时，有源区内的载流子开始

发生受激辐射产生光子，此时光子和载流子数量都

呈现上升模式，但载流子增长速率较之前降低。经

过一段时间后，由注入电流产生的载流子数和受激

辐射产生的光子数达到最终的平衡状态。注入的脉

冲电流的大小不影响平衡时的载流子的数量，但能

决定平衡时的光子数量，注入的脉冲电流越大，平衡

状态下产生的光子数越多。

半导体激光器有源区内的光子与电子之间的相

互作用可以一组速率方程来描述，半导体激光器电

光特性的单模速率方程的一般形式为：
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其中，Ｎ表示半导体激光器有源区载流子密度；Ｓ表
示半导体激光器有源区光子密度；Ｉ是注入电流；ｑ
是电子电荷；Ｖ是有源区体积；τｎ是载流子寿命；τｐ
是光子寿命；ｇ０是光增益常数；Ｎｔ是透明载流子密
度；Γ是光限制因子；β是自发辐射系数。

公式（１）左边表示载流子变化速率，右边第一
项表示由注入电流引起的载流子增加的速率，第

二项表示由于自发辐射引起的载流子减少的速

率，第三项表示由于受激辐射引起的载流子减少

的速率。公式（２）左边表示光子变化速率，右边第
一项表示由于受激辐射引起的光子增加的速率，

第二项表示由于光子损耗引起的光子减少的速

率，第三项表示由于自发辐射引起的光子数增加

的速率。

２２　半导体激光器单模速率方程仿真
根据半导体激光器的单模速率方程，利用

ＭＡＴＬＡＢ仿真系统中的可视化仿真工具Ｓｉｍｕｌｉｎｋ实
现动态系统建模、仿真和分析。该模型各个模块的

功能与半导体激光器单模速率方程的每一项相对

应，其中包括自发辐射、受激辐射以及损耗等，通过

增益、加减、微分、求倒以及乘积等模块建立该模型，

并在光子数终端连接示波器，快速方便地得到不同

仿真条件下的瞬态响应。

采用半导体激光器典型参数［４］对单模速率方

程进行建模仿真：有源区体积 Ｖ为 ９０×１０－１１

ｃｍ－３，载流子寿命 τｎ为 ３０×１０
－９ｓ，光子寿命 τｐ

为１０×１０１２ｓ，光增益常数 ｇ０为３０×１０
６ｃｍ－３／ｓ，

透明载流子密度 Ｎｔ为１２×１０
１８ｃｍ－３，光限制因子

Γ为０４４，自发辐射系数 β为４０×１０４。建立如
图１所示的 ｓｉｍｕｌｉｎｋ仿真模型，注入电流从２０ｍＡ
增大到１００ｍＡ，得到的光子密度随时间变化的波
形如图２所示。

根据不同注入电流情况下光子密度随时间变

化的波形，求出不同注入电流情况下平衡时的光

子密度、上升时间，见表 １。根据表 １的数据可知
光子密度随着注入电流的增加线性上升，上升时

间也随注入电流增加，但当注入电流增加到一定

程度之后，上升时间几乎保持不变。再根据表 １
中平衡时的光子密度和上升时间计算出光子受激
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辐射的平均速率，并绘制出如图 ３所示的光子受
激辐射平均速率与注入电流的关系，可直观观察

到，给半导体激光器注入大于阈值电流的脉冲电

流，光子受激辐射平均速率随注入脉冲电流的增

加而增大。

图１　半导体激光器单模速率方程仿真模型

Ｆｉｇ１Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｍｏｄｅｌｏｆｓｉｎｇｌｅｍｏｄｅｒａｔｅｅｑｕａｔｉｏｎ
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图２　不同注入电流情况下光子密度随时间变化的波形
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表１　不同注入电流情况下的仿真结果
Ｔａｂ．１Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｒｅｓｕｌｔｓｕｎｄｅｒｄｉｆｆｅｒｅｎｔ

ｉｎｊｅｃｔｉｏｎｃｕｒｒｅｎｔｓ

注入电流

Ｉ／Ａ
平衡时的光子

密度Ｓ／ｃｍ－３
上升时间

ｔｒ／ｓ
光子受激辐射平均

速率ｖ／（ｃｍ－３·ｓ－１）

００３ ０５６３６×１０１５ ０６１８１×１０－９ ０９１１８×１０２４

００４ ０８３７６×１０１５ ０６２９５×１０－９ １３３０５×１０２４

００５ １１１１３×１０１５ ０６３４４×１０－９ １７５１７×１０２４

００６ １３８４９×１０１５ ０６４１３×１０－９ ２１５９５×１０２４

００７ １６５８４×１０１５ ０６４７１×１０－９ ２５６２８×１０２４

００８ １９３１９×１０１５ ０６４８８×１０－９ ２９７７６×１０２４

００９ ２２０５５×１０１５ ０６４６９×１０－９ ３４０９３×１０２４

０１０ ２４７８７×１０１５ ０６４９６×１０－９ ３８１５７×１０２４

图３　光子受激辐射平均速率与注入电流的关系

Ｆｉｇ３Ｔｈｅｒｅｌａｔｉｏｎｂｅｔｗｅｅｎａｖｅｒａｇｅｒａｔｅｏｆｐｈｏｔｏｎｓｔｉｍｕｌａｔｅｄ

ｒａｄｉａｔｉｏｎａｎｄｉｎｊｅｃｔｉｏｎｃｕｒｒｅｎｔ

３　冲击电流驱动下半导体激光器的快速响应研究
不同脉冲电流注入情况下，半导体激光器内部

有源区载流子的产生速率和光子受激辐射速率是不

同的。阈值以上的注入脉冲电流越大，半导体内部

有源区载流子的产生速率越快，从而光子受激辐射

速率也越快。但对于一固定输出功率的激光器，其

正常脉冲发光电流是固定的，可以考虑在正常脉冲

发光电流的前端加入一个合适宽度和高度的冲击电

流，从而加快半导体激光器内部有源区光子受激辐

射速率，减少上升时间，以实现快速响应。

将宽度为１２ｎｓ，幅值为００６Ａ的脉冲电流与
宽度为３ｎｓ，幅值为０１Ａ的脉冲的脉冲电流叠加
在一起，驱动上述的半导体激光器，并与直接用宽度

为１２ｎｓ，幅值为００６Ａ的脉冲电流驱动半导体激
光器对比，通过建模仿真得到如图４所示的不同注
入电流情况下半导体激光器的响应波形。

图４　不同注入电流情况下半导体激光器的响应

Ｆｉｇ４Ｒｅｓｐｏｎｓｅｏｆｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｌａｓｅｒｓｕｎｄｅｒ

ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉｎｊｅｃｔｉｏｎｃｕｒｒｅｎｔｓ
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通过图４所示波形，计算出两种电流条件下驱
动半导体激光器平衡时的光子密度、上升时间和光

子受激辐射平均复合速率，见表２。

表２　两种电流条件下的仿真结果
Ｔａｂ．２Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｒｅｓｕｌｔｓｕｎｄｅｒｔｗｏｃｕｒｒｅｎｔｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ

注入电流
平衡时的光子

密度Ｓ／ｃｍ－３
上升时间

ｔｒ／ｓ
光子受激辐射

平均速率

宽度为１２ｎｓ，幅值为００６Ａ １３８５２×１０１５ ６３９９６×１０－１０２１６４５×１０２４

宽度为１２ｎｓ，幅值为００６Ａ １３８５２×１０１５ ８２５５２×１０－１１１６７７９×１０２５

＋宽度为３ｎｓ，幅值为０１Ａ

通过表２的数据可以发现，给驱动半导体激光
器的正常发光脉冲电流前段加入一个合适高度与宽

度的冲击电流，半导体激光器平衡时的光子密度保

持不变，但是上升时间显著减少。因此可以加入冲

击电流的方法来增加有源区内光子受激辐射平均复

合速率，加快半导体激光器的响应。

４　实验验证
选用欧司朗公司型号为ＰＬＴＢ４５０Ｂ的半导体激

光器进行实验验证。该半导体激光器的阈值电流为

０２Ａ，工作电流为１２Ａ。
实验所用的电路结构［６－７］为基于运算放大器的

电流负反馈结构。运算放大器、三极管、采样电阻组

成电流反馈放大器，其工作原理为，控制器控制 ＤＡ
转换器产生一个脉冲电压激励信号，进而控制运算

放大器和三极管产生一个脉冲电流驱动半导体激光

器。图５为电路结构原理图。

图５　电路结构原理图

Ｆｉｇ５Ｓｃｈｅｍａｔｉｃｄｉａｇｒａｍｏｆｃｉｒｃｕｉｔｓｔｒｕｃｔｕｒｅ

图６中通道１为注入的脉冲电流的波形，通道
３为脉冲激光波形，通道 ４为电流同步信号波形。
由图６可以看出脉冲电流驱动激光器产生的激光波
形的上升非常缓慢，差不多６μｓ。

图７中通道１为注入的带有冲击电流的脉冲电
流波形，通道３为脉冲激光波形，通道４为电流同步

信号波形。脉冲电流由冲击电流和脉冲发光电流两

部分组成，图７中的通道１的较高脉冲部分为冲击
电流，幅度较低的脉冲部分为脉冲发光电流。由控

制器控制ＤＡ产生一个冲击电压，该电压控制后端
的电流反馈放大器产生持续时间为８００ｎｓ冲击电
流，电流高度为正常脉冲发光电流的２２倍，在８００
ｎｓ后，将冲击电压的幅度降至正常脉冲发光控制电
压的幅度，控制后端的电流反馈放大器产生正常脉

冲电流。应用该方法后可以发现，激光器发光的上

升沿明显变快。

图６　正常脉冲发光电流激励产生的激光波形

Ｆｉｇ６Ｌａｓｅｒｗａｖｅｆｏｒｍｇｅｎｅｒａｔｅｄｂｙｎｏｒｍａｌｐｕｌｓｅｄｇｌｏｗｃｕｒｒｅｎｔ

图７　带冲击电流的脉冲电流激励产生的激光波形

Ｆｉｇ７Ｌａｓｅｒｗａｖｅｆｏｒｍｇｅｎｅｒａｔｅｄｂｙｐｕｌｓｅｄｃｕｒｒｅｎｔｅｘｃｉｔａｔｉｏｎ

ｗｉｔｈｉｍｐｕｌｓｅｃｕｒｒｅｎｔ

５　结　论
本文基于半导体激光器的单模速率方程建模仿

真，分析了半导体激光器平衡时的光子密度、上升时

间和光子受激辐射平均速率的关系，提出了给半导

体激光器正常脉冲发光脉冲电流前段加入一个合适

高度与宽度的冲击电流来提高半导体激光器内部有

源区内光子受激辐射速率，从而减少了半导体激光

器的上升时间，加快了半导体激光器的响应速率。

本文的研究结果对半导体激光器测距中减小测量误

差具有重要的意义。

９８１激 光 与 红 外　Ｎｏ．２　２０１８　　　　　　邓　丽等　冲击电流驱动下半导体激光器的快速响应研究



参考文献：

［１］　ＫＯＮＧＱｉｎｇｎａｎ．ＳＴＭ３２ｂａｓｅｄｄｒｉｖｅｃｉｒｃｕｉｔｄｅｓｉｇｎｅｄｆｏｒ

ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｌａｓｅｒｄｉｏｄｅｓ［Ｄ］．Ｃｈａｎｇｃｈｕｎ：ＪｉｌｉｎＵｎｉｖｅｒ

ｓｉｔｙ，２０１６．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）

孔庆楠．基于 ＳＴＭ３２的半导体激光器驱动电路的设计

［Ｄ］．长春：吉林大学，２０１６．

［２］　ＷＡＮＧＳｈｏｕｗｕ，ＺＨＡＯＬｉｑｉｎｇ，ＺＨＡＮＧＣｕｎｓｈａｎ，ｅｔａｌ．

Ｒｅｌａｔｉｏｎｂｅｔｗｅｅｎｅｌｅｃｔｒｏｏｐｔｉｃｄｅｌａｙｔｉｍｅａｎｄｉｎｊｅｃｔｉｏｎ

ｃｕｒｒｅｎｔｏｆＤＨｌａｓｅｒａｎｄｉｔｓｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ［Ｊ］．Ｊｏｕｒｎａｌｏｆ

Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｓ，１９８２，３（２）：１１３－１１９．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）

王守武，赵礼庆，张存善，等．ＤＨ激光器电光延迟时间

与注入电流的关系及其测量 ［Ｊ］．半导体学报，１９８２，３

（２）：１１３－１１９．

［３］　ＤＵＡＮＨｕｉ．Ｔｈｅｒｅｓｐｏｎｓｅｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ

ｌａｓｅｒｓｂａｓｅｄｏｎｒａｔｅｅｑｕａｔｉｏｎｓ［Ｄ］．Ｑｉｎｈｕａｎｇｄａｏ：Ｙａｎｓ

ｈａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ．２０１０．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）

段慧．基于速率方程的半导体激光器响应特性研究

［Ｄ］．秦皇岛：燕山大学，２０１０．

［４］　ＰＫＬａｕ．Ｇｂ／ｓｏｐｔｉｃａｌｆｉｂｅｒｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎｓｙｓｔｅｍｐｏｗｅｒ

ｐｅｎａｌｔｙＬＤｐａｒａｍｅｔｅｒｓ［Ｊ］．Ｊｏｕｒｎａｌｏｆｌｉｇｈｔｗａｖｅｔｅｃｈｎｏｌｏ

ｇｙ，１９９７，３０（９）：１６６３－１６６８．

［５］　ＪＩＮＷｅｎｄｏｎｇ，ＬＩＹｉｎｇｘｉｎ，ＹＡＮＧＣｈｕｎｊｉ，ｅｔａｌ．Ｐｏｗｅｒ

ｃｏｎｔｒｏｌｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙｏｆｄｕａｌｃｈａｎｎｅｌｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｌａｓｅｒ

［Ｊ］．Ｌａｓｅｒ＆Ｉｎｆｒａｒｅｄ，２０１５，４５（４）：２７３－２７７．（ｉｎＣｈｉ

ｎｅｓｅ）

金文东，李迎新，杨基春，等．双通道半导体激光电源

控制技术［Ｊ］．激光与红外，２０１５，４５（４）：２７３－２７７．

［６］　ＺＨＡＮＧＸｉｏｎｇｘｉｎｇ，ＦＡＮＹａｎ．Ｒｅｓｅａｒｃｈａｎｄｄｅｓｉｇｎｏｆ

ｍｅｄｉｕｍｐｏｗｅｒｌａｓｅｒｄｒｉｖｅｒｃｉｒｃｕｉｔ［Ｊ］．Ｆｏｒｅｉｇｎｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ

ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２０１７，２（２）：５９－６２．（ｉｎＣｈｉ

ｎｅｓｅ）

张雄星，范源．中功率激光器驱动电路的研究与设计

［Ｊ］．国外电子测量技术，２０１７，２（２）：５９－６２．

０９１ 激 光 与 红 外　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第４８卷


